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von 01/2015 Qorvo Munich GmbH  

bis 01/2021 zuletzt Leiter der Gruppe „Aktive Schaltungsentwicklung“ und „Senior 

Member of Technical Staff“ (Technischer Expertenstatus bei Qorvo)  

Verantwortungsbereich: Leitung der Entwicklung von integrierten aktiven 

Schaltungen für HF-Frontendmodule am Standort München 

Thematische Schwerpunkte: Entwurf hocheffizienter GaAs- Leistungsverstärker 

und Frontendmodule für die Mobilkommunikation (Standards: GSM / UMTS / LTE / 

5G); Entwurf integrierter CMOS SOI-Schalter und LNAs; Co-design/Integration mit 

SAW/BAW-Filtern; Elektromagnetische Feldsimulation und Schaltungssimulation 

von Mikrowellenmodulen und Komponenten; Hochfrequenz-Messtechnik  

 

von 12/2011  Triquint Semiconductor GmbH (seit 01/2015 Teil von Qorvo), München 

bis 12/2014  zuletzt „Senior RF Design Engineer“ 
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bis 05/2006  Auslandsjahr im Rahmen des Studiums an der Universität Stuttgart 
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